RECUBRIMIENTOS MBE
— BAJA PRESION: 10-%! Torr (con vacio criogénico)

Presidon durante crecimiento: 108 to 107 Torr

CORAZON: CELDA DE EEUSION

(+ fuentes sélidas)
(+ fuentes de plasma de nitrégeno/ hidrogeno)




RECUBRIMIENTOS MBE
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RECUBRIMIENTOS LPE
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Fig. 5 — 19a Phase diagram of the GaAs system. The

temperatures Ta and Te are the values used in the explanation
above.
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Fig. 5 — 19h Schematics of LPE deposition ar-rangement

with graphite boat fur substrates and liquid source
containment in a Hz flushed furnace[8]



RECUBRIMIENTOS OTROS

ELECTRODEPOSICION

SPINNING




RECUBRIMIENTOS COMPARATIVAS

LPE

Ventajas: barato, crecimiento en equilibrio, gran calidad capas, baja toxicidad.
Desventajas: complicado hacer multicapas, control limitado del espesor y la
uniformidad, limitacion materiales, dificil de escalar.

VPE
Ventajas: alta pureza, baja toxicidad.
Desventajas: complejo, control limitado del espesor y la uniformidad.

MOCVD
Ventajas: control espesor, rapido, versatil, variedad de materiales.
Desventajas: gases toxicos, control limitado de la uniformidad.

MBE

Ventajas: técnica de haz, monitorizacion in-situ, control
de espesor hasta la monocapa.

Desventajas: lento, caro, mantenimiento UHV.



RECUBRIMIENTOS CVD
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1.1. Obleas: tratamientos y recubrimientos
-Obleas

-Recubrimientos
-Dopados por difusion e implantacion

-Recocidos



DOPADOS difusion

Dos métodos de dopado: Difusion e implantacion ionica

(mas versatil y menos coste)

Difusion
Para Si tipo P el dopante mas usual es el Boro y para tipo N se usa el Arsénico
y Fosforo.

Para GaAs el dopante n tipico es Si y el tipo p el Be.

La solubilidad depende de la temperatura del proceso.

Ejemplo (Si): Se colocan las obleas en el interior
de un horno a través del cual se hace pasar un gas T entre 800° y 1200° C
inerte que contenga el dopante deseado.



DOPADOS difusion

a) Con fuente 1limitada: se mantiene la misma concentracién de impurezas durante el proceso

b) Con fuente limitada: se parte de una concentracion inicial y no se afiaden mas dopantes
Se suelen usar los dos métodos uno seguido del otro.
La concentracion de dopante disminuye mondtonamente a medida que se aleja de la superficie.

La técnica de difusion tiene el problema de que las impureza se difunden lateralmente
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DOPADOS difusion
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DOPADOS Implantaciéon

Implantacion ionica

- Se ionizan las impurezas

- Se aceleran y adquieren alta energia

- Se introducen en el material con el angulo adecuado

- Se somete la oblea a un recocido para reordenar al estructura

Se obtiene un buen control de la profundidad y dopado

log (concentration)

Ion beam Substate

(@) Esquema

(b) Distribucion de iones
implantados para

diferentes voltajes de aceleracion.

w- depth
(@) (D)



DOPADOS

IaBLE 1. FIB fabricated optoelectronic components.
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RECOCIDOS RTA

Tempargture . ;
monitor

F
3
4

s
Wafer 1 Tungsten~halogen lamps

GQuartz isolation tube  Water-ccoled reflective
enclosure

Siz N, _’F:‘\
Sit

Sl

\;‘ Sid;z

e

Movahle uppar-

strip heat

- __——|_f

{7

Lower-strip

er heater

Figure 10. Diagram of typical dual-strip heater assembly: a sample geometry required for the recrystallisation
of deposited Si on insulator is also shown (from Fan et al 1981b)
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Figure 1. Diagram of typical ruby laser system with pulse chopper, amplifier and frequency doubler.



RECOCIDOS RTA
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Figure 5. Diagram of typical scanning laser beam annealing system (from Gat and Gibbons 1978).
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Figure 7. Diagram of typical pulsed electron beam annealing system (from Greenwald et al 1979).



RECOCIDOS
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Figure 13. Simultaneous transient measurements during 30 ns (0.2 J ¢cm™?) pulsed ruby laser irradiation of
{001} Si with 3200 A amorphous surface layer. Lower curve, sample electrical conductivity and melt depth
as a function of time; upper curve, surface reflectivity as a function of time (from Thompson et al 1984).
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Figure 16. Random (@) and channelled (O) 2 MeV He" ion back-scattering spectra obtained from Pt*-ion-

implanted and laser annealed (001) Si layers. Background
and {c¢) 77 K (from Cullis ef al 1980c).

substrate temperatures were (a) 620, (b) 300
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Figure 3. Temperature profile inside the RTP bonding chamber: ideal
heating profile consists of a 20 second ramp up to 220°C. a 20 second
hold at 220°C, and an instant cool down to room temperature. The
actual temperature in the chamber takes about 80 seconds to fall below
80 °C.





